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１．概要（Summary） 

本報告書では、電子ビーム描画装置を用いた微細加

工検討結果について報告する。本検討では、産業技術

総合研究所ナノプロセシング施設の設備を利用してナノ

カーボン薄膜デバイスの微細電極配線描画・蒸着検討を

行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・電子ビーム描画装置 

・スピンコーター 

・ドラフトチャンバー 

・UVオゾンクリーナー 

・電子ビーム真空蒸着装置 

【実験方法】 

電子ビーム描画（EBL: Electron beam lithography）

による薄膜デバイスの微細加工検討を行うにあたり、チャ

ネル材料として、Si/SiO2 基板上に配置されたグラフェン

を用意した。この基板上にレジストとして、PMMA-495A 

（下地層）、 ZEP520A-7 をスピンコーターで塗膜した。ま

た帯電防止剤 ESPESR-300を最上層に塗膜した。 

EBL による電極配線形成工程は、CRESTEC 社製の

電子ビーム描画装置（CABL-9410TFNA）を用いて実施

された（この時の EB 印加電圧は 50 kV である）。描画・

現像の後、電子ビーム真空蒸着装置を用いて電極成膜

を行った。成膜材料として、下地に密着層として Ti を 5 

nm 成膜し、上層に Au を 50 nm 成膜した。各層の蒸着

速度は、ともに 1.0 Å/sec に設定した。蒸着後に、サンプ

ルを剥離液に含浸してリフトオフを行った後、アセトンおよ

びイソプロピルアルコールで洗浄して工程を完了した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電子ビーム描画を行うにあたり、まず照射条件最適化

検証を行った。露光時間を最適化させることで、Fig. 1a

に示す通り、微細な描画が可能となった。一方、露光時間

が長い場合、Fig. 1b に示す通り、描画領域外のレジスト

の溶解や焼き付けが確認された。最適な描画条件で作製

した薄膜デバイスの光学顕微鏡画像を Fig. 1c に示す。

本検討では、グラフェン上に 4 個の電極を設置した。各電

極間距離、電極長さ、電極幅はそれぞれ 5 µm、15 µm、

500 nm である。作製したデバイスにおいて、描画された

電極配線は、当初の設計と大きな位置ずれが確認されず、

同装置の良好なアライメント制御能が示された。今後は、

薄膜デバイスの更なる微細加工を検証する予定である。 

Fig. 1 Optical microscope images of (a) lithography 

patterns with optimized condition, (b) with 

overdosed condition, (c) a graphene device. 
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